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太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片标准
[bookmark: _Toc320200068][bookmark: _Toc320201974][bookmark: _Toc320202091][bookmark: _Toc320202179]范围
本标准规定了太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片的分类、技术要求、检验方法和规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于制备太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片。
[bookmark: _Toc320200069][bookmark: _Toc320201975][bookmark: _Toc320202092][bookmark: _Toc320202180]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 8756   锗晶体缺陷图谱
GJB 3798    砷化镓材料缺陷图谱
GB/T26072   太阳能电池用锗单晶
GJB 5345    砷化镓抛光片规范
GB/T14264   半导体材料术语
GB/T14844   半导体材料牌号表示方法
GB/T 4326   非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法
[bookmark: _Toc320200070][bookmark: _Toc320201976][bookmark: _Toc320202093][bookmark: _Toc320202181]术语
GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc320201977][bookmark: _Toc320202094][bookmark: _Toc320202182]产品分类
[bookmark: _Toc320201978][bookmark: _Toc320202095][bookmark: _Toc320202183]分类
太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片按照外延结构包括单结电池外延片和多结电池外延片。
[bookmark: _Toc320201979][bookmark: _Toc320202096][bookmark: _Toc320202184]牌号
太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片牌号表示按 GB/T14844 的规定。
[bookmark: _Toc320201980][bookmark: _Toc320202097][bookmark: _Toc320202185]规格
太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片按衬底直径主要分为50 mm、100 mm、150 mm、200 mm四种规格，或由供需双方商定。
[bookmark: _Toc320201981][bookmark: _Toc320202098][bookmark: _Toc320202186]技术要求
[bookmark: _Toc320201982][bookmark: _Toc320202099][bookmark: _Toc320202187]衬底
太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片所用衬底为锗抛光衬底片。锗抛光衬底片的技术要求应符合20110060-T-469 太阳能电池用锗衬底片规范。
[bookmark: _Toc320201983][bookmark: _Toc320202100][bookmark: _Toc320202188]外延片外观
[bookmark: _Toc320201984][bookmark: _Toc320202101]外延层厚度
一般为3～15 m。
[bookmark: _Toc320201985][bookmark: _Toc320202102]5.2.2径向厚度不均匀性：
沿定位边径向厚度不均匀性≤±6%。
[bookmark: _Toc320201987][bookmark: _Toc320202104]5.2．3表面形貌：晶片污染，划痕，白点等数量及尺寸
太阳能电池上的表面的颜色应均匀一致，无明显花纹。100 mm外延片指标：晶片污染面积≤1/10，划痕长度< 10 mm, 每片少于3条；白点直径小于0.5 mm，每片少于5个。表面无缺口。其他尺寸外延片按照面积以此类推。或由供需双方协商决定。
[bookmark: _Toc320201988][bookmark: _Toc320202105]5.2.4表面粗糙度
晶格匹配结构的平面外延片表面粗糙度≤0.5 nm；具有变质层结构的平面外延片表面粗糙度≤5 nm；衬底有图形外延片表面粗糙度可以忽略。
5.2.5表面缺陷数目
100mm外延片指标：外延片表面>0.3 m的外延缺陷数目<7000 个。其他尺寸外延片按照面积以此类推。或由供需双方协商决定。
晶格匹配度
锗基晶格匹配外延片测试其（004）面X射线双晶衍射摇摆曲线，所有峰位差距最大值≤300弧秒；具有变质层结构的外延片不做要求。或由供需双方协商决定。
[bookmark: _Toc320201992][bookmark: _Toc320202109][bookmark: _Toc320202190]5.4 太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片基本结构见图1与图2
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图1：单结电池外延片基本结构
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图2：多结电池外延片基本结构
欧姆接触层电学性能
     欧姆接触层电学性能应符合表1规定。
[bookmark: _Toc320202062]表1 太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片电学性能
	导电类型
	掺杂元素
	载流子浓度/cm-3

	P
	Zn、C
	≥3E18

	N
	Si、Te
	≥3E18


[bookmark: _Toc320201994][bookmark: _Toc320202111][bookmark: _Toc320202192]试验方法
[bookmark: _Toc320201995][bookmark: _Toc320202112][bookmark: _Toc320202193]外延层厚度检测用椭偏仪进行测量。
[bookmark: _Toc320201996][bookmark: _Toc320202113][bookmark: _Toc320202194]径向不均匀性检测用平坦度测试仪进行测量。
表面形貌用光学显微镜观察。
[bookmark: _Toc320201997][bookmark: _Toc320202114][bookmark: _Toc320202195]表面粗糙度检测用原子力显微镜进行观察和测量。
[bookmark: _Toc320201998][bookmark: _Toc320202115][bookmark: _Toc320202196]表面缺陷数目检测用光学表面分析仪测试与计算。
[bookmark: _Toc320201999][bookmark: _Toc320202116][bookmark: _Toc320202197]晶格匹配度测试用 X射线衍射分析仪进行测量。
欧姆接触层电学性能用电化学电容电压测试仪进行测量。
[bookmark: _Toc320202000][bookmark: _Toc320202117][bookmark: _Toc320202198]检验规则
[bookmark: _Toc320202001][bookmark: _Toc320202118][bookmark: _Toc320202199]检验条件
环境要求：
环境温度：23℃±5℃
相对湿度：50％RH±10%RH
大气压：86 kPa～106 kPa
测试环境应无影响测试准确度的机械振动、电磁、光照和化学腐蚀等干扰。
[bookmark: _Toc320202002][bookmark: _Toc320202119][bookmark: _Toc320202200]检验和验收
[bookmark: _Toc320202003][bookmark: _Toc320202120]产品应由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。
[bookmark: _Toc320202004][bookmark: _Toc320202121]需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若发现产品质量不符合本标准或合同要求时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。
本标准技术要求中5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.3为必测项目。
本标准技术要求中5.2.2、5.5为保证项目，具体检测方式由双方协定。
[bookmark: _Toc320202005][bookmark: _Toc320202122][bookmark: _Toc320202201]检验批
每一炉次太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片构成一个检验批。
[bookmark: _Toc320202006][bookmark: _Toc320202123][bookmark: _Toc320202202]检验项目、规则及判据
太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片首先进行外形尺寸、外观的检验；然后在合格的太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片中任意选取一片按照条款5的规定进行检验，检验规则及合格判据见表2。
[bookmark: _Toc320202007][bookmark: _Toc320202124][bookmark: _Toc320202203]不合格判定
若表2中的7项检验中有任何一项检验不合格，则判定批检不合格，该产品不得进行交付。
[bookmark: _Toc320202008][bookmark: _Toc320202125][bookmark: _Toc320202204]不合格处置
[bookmark: _Toc320202009][bookmark: _Toc320202126]如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析，如确认该产品不合格，应由生产方重新提供合格的产品。
[bookmark: _Toc320202063]表2：检验项目、规则及判据
	序号
	检验项目
	要求条款号
	检验方法
	检验规则
	允许不合格数

	1
	外延层厚度
	5.2.1
	6.1
	保证项目
	0

	2
	径向厚度不均匀性
	5.2.2
	6.2
	一批随机抽取一片
	0

	3
	表面形貌
	5.2.3
	6.3
	每片均测
	0

	4
	表面粗糙度
	5.2.4
	6.4
	一批随机抽取一片
	0

	5
	表面缺陷数目
	5.2.5
	6.5
	一批随机抽取一片
	0

	6
	晶格匹配度
	5.3
	6.6
	每片均测
	   0

	7
	欧姆接触层电学性能
	5.5
	6.7
	保证项目
	   0


[bookmark: _Toc320202010][bookmark: _Toc320202127][bookmark: _Toc320202205]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc320202011][bookmark: _Toc320202128][bookmark: _Toc320202206]8.1标志、包装和质量证明
[bookmark: _Toc320202012][bookmark: _Toc320202129]包装袋上应有下列标志
1. 产品名称；
外延片类型、外延片尺寸；
外延片编号；
[bookmark: _Toc320202013][bookmark: _Toc320202130]包装箱上应有下列标志
1. 产品名称、型号、数量、发货日期；
需方名称、地址；
生产方名称、地址；
防潮、防震、防腐蚀及易碎标志；
[bookmark: _Toc320202014][bookmark: _Toc320202131]包装
将经过检验合格的太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片放入特制的聚乙烯盒内，然后连同质量证明书一起装入包装盒内，周围用塑料泡沫填充，防止移动相互挤碰，最后用胶带将包装盒封好。
[bookmark: _Toc320202016][bookmark: _Toc320202133][bookmark: _Toc320202207]运输及贮存
[bookmark: _Toc320202017][bookmark: _Toc320202134]产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。
[bookmark: _Toc320202018][bookmark: _Toc320202135]产品应存放在清洁、干燥、无化学腐蚀的环境中。
[bookmark: _Toc320202015][bookmark: _Toc320202132]质量证明书
每批太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片应具备质量证明书，需注明：
1. 供方名称；
合同号；
产品名称、外延片类型、外延片尺寸；
产品批号、外延片编号；
产品标准号；
各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；
检验部门印章；
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